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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

化合物半導体GaNはその高い絶縁破壊強度から高効率なパワー半導体デバイスの材
料として注目されており、中でもGaN/AlGaN界面に生じる2次元電子ガスを用いた
トランジスタであるGaN高電子移動度トランジスタ（High Electron Mobility
Transistor、HEMT）は、世界中で精力的に研究されている。GaN-HEMTにおいて
はフィールドプレート（Field Plate、FP）と呼ばれる電極構造によってゲート電極
端などへの電界集中を緩和させることが重要であることが知られており、今回
我々はARIMの装置群を利用してGaN-HEMTのFPの試作検討を行った。

実験
Experimental

まずGaN-HEMTエピ基板上にFPなしのGaN-HEMTトランジスタを作成した。工程
は以下の通りである：
1. 基板を洗浄後、【NM-660】マスクレス露光機によってデバイス領域をパターニ
ングし、【NM-618】原子層エッチング装置を用いてドライエッチングによる素子
分離を行った。
2. 【AT-099】サムコ原子層堆積装置を用いてSiN絶縁膜を成膜した（技術代行利
用）。成膜条件はNPF標準である（プラズマ法、350℃）。
3. 続いてソース電極およびドレイン電極を形成した。パターニング、バッファード
フッ酸（LAL1000）による絶縁膜の除去の後、【NM-660】マスクレス露光機・
【NM-609】電子ビーム真空蒸着装置・【AT-092】高圧ジェットリフトオフ装置
を用いてソース電極およびドレイン電極を形成した。その後【NM-619】赤外線ラ
ンプ加熱装置で熱処理を行い、オーミック接触を得た。
4. 最後に【NM-660】マスクレス露光機、【NM-609】電子ビーム真空蒸着装置お
よび【AT-092】高圧ジェットリフトオフ装置を用いてゲート電極を形成した。図
のaに作成したHEMTデバイスの上面からの顕微鏡写真を示す。
続いて、作成したGaN-HEMTトランジスタの上に、【NM-612】プラズマCVD装置
を用いてSiN絶縁膜を成膜したのち、【NM-660】マスクレス露光機を用いてパター
ニングし、バッファードフッ酸（LAL200）を用いてゲート電極上のSiN絶縁膜を除
去した。有機洗浄でレジストを除去後、【NM-660】マスクレス露光機・
【AT-095】RF-DCスパッタ成膜装置・【AT-092】高圧ジェットリフトオフ装置を
用いてFP電極を形成した。図のbにFP形成工程を3回繰り返して作成したHEMTデ
バイスの上面からの顕微鏡写真を示す。

結果と考察
Results and Discussion

今回作成したデバイスはゲート長を2 μm、またFP長を1段目3 μm、2段目5 μm、
3段目8 μmで設計している。【NM-660】マスクレス露光機・【AT-095】RF-DC
スパッタ成膜装置・【AT-092】高圧ジェットリフトオフ装置の組み合わせにより、
このような微細なパターンの電極でも問題なく形成出来ることが確認できた。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図. 作成したGaN-HEMTデバイスの上面からの顕微鏡写真。a FP形成前、b FP形成
後。
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